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１．概要（Summary） 

反強磁性体MnNはレアメタルを含まないにも関わら

ず高い反強磁性転移温度~640 Kを有することより、現在

使用されている IrMn等のレアメタルを含む反強磁性体

として注目を集めている。そこで本研究では， MnN とハ

ーフメタル強磁性体 Co3FeNのフルエピタキシャル成長

した積層膜の作製を行い、その磁気特性の評価を行っ

た。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 薄膜 X線回折装置、RIEエッチン

グ装置、フォトリソグラフィ装置 

【実験方法】 

MnN/Co3FeN積層膜はMnおよび Co3Fe ターゲット

を用いて Ar+N2混合ガスによる反応性マグネトロンスパ

ッタリングにより作製した。作製した積層膜は薄膜 X線回

折装置により構造解析を、異方性磁気抵抗効果により磁

気特性の評価を行った。また異方的磁気抵抗効果測定

の為にフォトリソグラフィおよび RIEエッチングを用いてホ

ールバーの加工を行った。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に作製したMnN/Co3FeN積層膜の面直およ

び面内 XRDの結果を示す。MnNおよび Co3FeNに由

来する面直 XRDパターンが観測され、面内スキャンで

4回対称が観測されていることより、フルエピタキシャル成

長した積層膜が得られたことがわかる。 

Fig. 2(a)にフォトリソグラフィおよび RIEエッチングに

より作製したホールバーの写真を示す。作製したホール

バーを用いて室温で測定を行った異方的磁気抵抗効果

の結果を Fig. 2(b)に示す。保磁力に対応するピークが明

瞭に得られ、左右のピークが磁場 0を中心に対象でな

く、負の磁場側にシフトしていることは交換結合している事

を示している。すなわち、MnN とハーフメタル強磁性体

Co3FeNにおいて、室温で交換結合を示すフルエピタキ

シャル成長した積層膜の作製に成功した事を示している。 

  

Fig. 1. Out-of-plane (a) and in-plane  scans. 

   

Fig. 2. (a) Photo of Hall bar. (b) Anisotropic 

magnetoresistance measured at room temperature. 
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